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１．はじめに 

SiC-MOSFET は、優れた特性を有しパワエレ機器の省エネ

に有効である[1]。しかし、ソース電極と p ボディ間のコン

タクト抵抗(Rpk)が大きいためスイッチング時の変位電流

により、p ボディ領域の電位変動が発生する[2]。この現象が

スイッチング特性に及ぼす影響を評価した結果と、回路モ

デルによる検証結果を報告する。 

２．実験装置と結果 

図 1(a)に実験回路を示す。下側アームには評価用 MOSFET

を配置しダブルパルス法によりスイッチング特性を評価し

た。MOSFET とゲート駆動回路の間にゲート抵抗（Rg）を

配置し、スイッチング速度を調整した。スイッチング時の

Rpkの影響を評価するため、高RpkのMOSFET(TypeA)と、

低 Rpk の MOSFET(TypeB)を用いた。 

図 1(b)にターンオフ時のドレイン電圧波形を示す。赤と黒

は、TypeA と TypeB の波形を表している。図より、TypeA

のドレイン電圧の立上りは TypeB よりも遅く、Rpk が

MOSFET のスイッチング速度を低下させることが分かる。

これは、スイッチング時の変位電流が Rpk に流れ、p ボデ

ィ電圧の変動を引き起こし、閾値電圧などのチャネル特性

を変化させる現象と考えられる[2]。 

図 2(a)に、TypeA と TypeB のターンオフ損失の比(Eoff 比

=Eoff(A)/Eoff(B))と dV/dt の関係を示す。図より、dV/dt が増

加するにつれて Eoff 比は増加し、40V/ns 付近で最大値に達

し、その後 dV/dt とともに減少することが分かる。 

図 2(b)は、Rpk を考慮した MOSFET 回路モデルを用いたシ

ミュレーションで得られた Eoff 比と dV/dt の関係を示して

いる。図のように、Eoff 比は dV/dt の 40V/ns 付近で最大値

に達した。このように、Rpk を考慮した MOSFET 回路を用

いることで、実験結果と同様の傾向を再現できた。 

３．結論 

本研究では Rpk が異なる素子を用い Rpk がスイッチング損

失に及ぼす影響を評価し、以下の結論を得た。 

１）Rpk の影響でスイッチング速度が遅くなりスイッチン

グ損失が増加する。 

２）Rpk の影響による損失の増大は、dV/dt の増加に伴い増

大し 40V/ns で最大値をとる。 

３）Rpk の影響を考慮した回路モデルを用いることで、実測

と同様の dV/dt 依存性を持つことが確かめられた。 
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図１ (a)実験回路図 (b)ターンオフ時のドレイン電圧波形 

Fig. 1. (a) Experimental circuit diagram and (b) Drain voltage 

waveforms at turn-off. 
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図 2 (a)ターンオフ損失及び type A と type B の素子のターンオ

フ損失の比と dV/dt の関係 (b)シミュレーションで得られた type 

A と type B の素子のターンオフ損失の比と dV/dt の関係   

Fig. 2. (a) dV/dt dependence of Eoff and Eoff(A) / Eoff(B) and (b) 

Calculated dV/dt dependence of Eoff(A) / Eoff(B). 
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